
Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione
di Ingegnere dell’Informazione

Seconda sessione dell’anno 2019

Primà Prova Scritta
Tema di: ELE'ITRONICA

Nota: tutte 'le risposte devono essere giustificate, riportando espressioni analitiche, passaggi
intermedi, risultati numerici c grafici laddove richiesto. Sono valutati positivamente capacità di
sintesi, ordine e chiarezza espositiva.

PROBLEMA ] (25 punti)

Dato l'amplificatore a doppio stadio riportato in Fig. ], supponendo che funzioni a T= 300 K,
determinate:

l) il valore della resistenza R4 in modo che la corrente di collettore di Q1 nel punto di lavoro sia

IC1= ZmA, e il valore della resistenza R2 in modo che la corrente di drain di M2 nel punto di
lavoro sia Im = 1 mA;

2) i punti di lavoro dei transistor Q1 esz;

3) la resistenza di ingresso in banda passante Rm e la resistenza di uscita in bahda passante Roar,

come definite in Fig. l;

4) il guadagno di corrente in banda passante A: = ion: / is.

DATI: Vcc=9V,Rs=100kQ,R1=2kQ,R3=1kQ,Rs=100kQ,R5=47kQ,RL=SQ;

Qu B = 100, Vs… = 0.7 V, Vea… = 0.2 V, “tensione di Early VA = °°;
Mz: k,, = 8 mA/VZ, V… = 2 V, ). = 0 v-l

VOC
 

    

 

Fig. 1

(prosegue-ì)



PROBLEMA 2 (25 punti)

Dato il circuito riportato in Fig. 2, che utilizza due amplificatori operazionali ideali:
1) Ricavare l’espressione del guadagno di 'tensione di modo differenziale Av(.5') = vo/wd,

dove wu = v1-vz.
2) Tracciare il diagramma di Bode asintotico di ampiezza e fase di Av(s). Nel diagramma di fase

si usi l’approssimazione lineare a tratti (non l’approssimazione a gradino).
3) Posto

.‘ v1(t) = SV sin(wot) + 0.001V sin(w1t) ,
v20) : SV sin(wot) — 0,001V sin(w1t),

dove coo = 300 rad/s e (m = 30 krad/s, determinaré, l’espressione di vo(t).

.DATI:R1=1kQ,Rz=3.,3kQ R3=l kQRa=SOQ,Rb=5kQ,C3=I11F,Cb=200pF

RM3.
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Fig. 2

 

    
   

 
 

PROBLEMA 3 (10 punti)_

Dato il circuito riportato in Fig. 3, determinare il valore di R:, al di sotto del quale il diodo Zener D,
non opera nella zona di breakdown.

DATI: Vcc = 10V, R1 = 470 Q;
D;: tensione di accensione Vanz= 0.8 V; tensione di breakdown Vzo = 5.3 V

   

 

Fig. 3



Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione

di Ingegnere dell’Informazione

Seconda sessione dell’annov2019
Prima Prova Scritta

Tema di: Informatica

1) Il candidato descriva le problematiche connesse alla gestione dei dispositivi di 1/0 in un

elaboratore elettronico. Si descrivano in pafiicolare i protocolli di input e di output, in

modalità busy—waiting, analizzando il codice macchina che implementa tali protocolli.

2) Si discutano le principali differenze nella gestione di dispositivildi I/O con protocollo busy-

waiting rìspetto alla gestione tramite Intenupt.

3) Si descrivano le seguenti problematiche di un sistema di interruzione: commutazione del

contesto, riconoscimento dell’interruzìone, gestione della gerarchia di priorità.

Nota: per gli esempi il candidato può utilizzare una architettura a sua scelta.

Oltre alla correttezza dei contenuti, saranno oggetto di valutazione la'capacìtà di sintesi. l‘ordine

e la chiarezza espositiva.



 

ESAMI DI STATO PER l'ABlLlTAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Seconda Sessione 2019

Seconda prova scritta: 14 novembre 2019

Tema di: Telecomunicazioni

I futuri sistemi di telecomunicazioni dovranno essere in grado di supportare Ie sfide imposte da una

pletora di nuove applicazioni tra le quali possiamo annoverare:

- smart cities

- digital health

- new media and entertainment
- new social media

— loT .'

— industry 4.0 '

- smart tourism

- cloud computing

In questo contesto, il candidato illustri ‘in modo approfondito le principali tecnologie abilitanti,

nonché analizzi le principali sfide tecnologiche e scientifiche. In particolare, si chiede di evidenziare

criticamenté gli aspetti più vicini alle competenze specifiche del candidato stesso, con riferimento

alle tematiche classiche più propriamente legate al settore dell’Ingegneria delle Telecomunicazioni.



Esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione

di Ingegnere dell’Informazione

Seconda sessione dell’anno 2019

Candidati in possesso di Laurea Magistrale

Seconda Prova Scritta

Tema di: INFORMATICA

Nota: Sono valutati positivamente capacità di sintesi, ordine e chiarezza espositiva.

Introduci il concetto di Big Data, spiegando il contesto evolutivo nel quale

l'argomento si è sviluppato: come sia divenuto attuale e quali condizioni hanno

permesso lo sviluppo.

Analizza eventualmente strumenti dedicati alla gestione di Big Data.

Esemplifica alcuni ambiti di applicazione. ‘

Internet of Things : presenta il concetto ed esponi alcuni tipici ambienti applicativi

allegando una tua valutazione. '

Spiega in quale modo le due entità sopraddette siano correlate, a formare un punto

di riferimento nelia Nuova Frontiera dell’lnformatica
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ESAMIDI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE

Seconda sessione

Seconda prova scritta: 14 novembre 2019

Tema di: Automatica

Si discutano il ruolo e l’importanza dell’id'entificazione (o learning) nell’Ingegneria. Se ne eviden-

zino, in particolare, gli aspetti più critici e delicati rispetto alle molteplici problematiche relative
all'Ingegneria dell'Automazione, con specifico riferimento a:

0 obiettivi;

. dati disponibili;

. scelta dell’indice da ottimizzare;

. aspetti computazionali ed algoritmici.

N.B. Verranno, valutate positivamente chiarezza, precisione e sinteticità delle risposte.

‘
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Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere dell’Informazione

Seconda sessione dell’anno 2019

Seconda Prova Scritta

Tema di: ELETTRONICA

[l candidato identifichi lo scopo di almeno due dei tre schemi circuitali seguenti e ne spieghi

qualitativamente il funzionamento rispondendo ai quesiti posti.

Scopo della prova è valutare la capacità dell’esaminando di leggere uno schema elettrico e. di

comprendeme i1 funzionamento anche senza la sostituzione dei componenti elettronici con i loro

modelli equivalenti &: senza eseguire calcoli circuitali.

N.B. 11 candidate ha facoltà di fissare, arbitrariamente, eventuali dati mancanti elo stabilire delle

ipotesi di lavoro, se lo ritiene necessario a rispondere ai quesiti posti. Saranno valutate

positivamente capacità di sintesi e chiarezza espositiva.



I CIRCUITO

Dati: estratto del datasheet del componente Ul (integrato commerciale L7805A) in allegato; tensione di
Zener di D2: 6.2 V.

Quesiti: A che serve il circuito nel suo complesso? Qual è lo scopo dei blocchi a sinistra e a destra
dell‘ integrato U1 78057111 quali applicazioni può essere impiegato?

BRIDGE 01
7305

31&lÎ "' OUT

C: I! C3

    

   
38

C1
lDOOuF

    - - _L - - a

All resistors are ‘Awau carbon mm. Zener ls 5.2V. 400mW (BZXBQ).

 

II CIRCUITO

Dati: estratto del datasheet dell’amplificatore operazionale 351 (integrato commerciale LF351) in allegato.
Quesiti: Che funzione implementa il circuito? Qual è il principio di funzionamento? Che inconvenienti
presenta? In quali applicazioni sono impiegati circuiti di questo tipo?
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III CIRCUITO:
Dnti: //

Quesiti: A cosa servono 1 due circuiti? Qual è il principio di funzionamento? Che differenze presentano? In
quali applicazioni si usano? *

Source ‘ Source
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Datasheet
1

PoSitive voltage regulator le

x ÉiÉl‘iÌJE'ÉB-‘S
o . ,… ,… '
@\ ©\ - Output current up to 1.5 A

\’\\ \ - Outputvoltages of5; 6; 8; 8.5: 9; 12; 15; 18; 24 V

- Thermal overload protection '

- Short circuit protection

. . . Outputtransition SOA protection

- 2 % output voltage tolerance (A version)

- Guaranteed in extended temperature range (A version)

T0410 TO-llOI-‘P

DPAK D‘I‘AK

‘-“î—ÎJ‘JÌ L ‘JL'Yu-fi;

The L78 series of three-terminal positive regulators is available in TO-220,
TO-220FP, D‘PAK and DPAK packages and se'veral fixed output voltages, making it

useful in a wide range of applications.

These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution

problems associated with single point regulation. Each type embeds internal current
limiting, thermal shut—down and safe area protection. making it essentially
indestructible. If adequate heat sinking is provided. they can deliver over 1 A output

current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can
be used with external components to obtain adjustable voltage and currents,

‘ Matulfity statusllin'k ._
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£] Diagram
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5:: tz. Block‘diagram
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. .1' ‘.;é] . Pin configuration

Pin configuration
 

figure 3. Pin connections (top view)

  

           

 

     

:=) OUTPUT ::: OUTPUT

GND O 3: caouun O _ :=: GROUND
:INPUY 3:: INPUT
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' Scfiematic diagram
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.7 5
Maximum ratingsé]

»; Maximum ratings

1:. Die 1 Absolute maximum ratings

Il_“s—‘m
forV0= 51018V

V|. DC input voltage . . V
' for Vo:20, 24 V 40 ‘

lo . Output current Internally limited

Po Power dissipation lnlemally limited

Ter Storage temperature range I -65 to 150 °C

I ‘ ‘ for L78xxC. L78xxAC . o to 125
Top Operating junction temperature range — » °C

for L78xxAB -40 to 125

Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional

operation under these condition is not implied.

)‘c 2.Thermal data

mm
R…Jc Thermal resistance iunclion-case

RNA ‘ Thermalresistancejunction-ambient ‘ 62.5 100 50 60 “CMI v

Figure 5. Application circuits

 

  V1 @ L78 o Vo

   
\ c. =O.Î55pF Co=0.1pF
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5]

Test circuits

Test circuits

 

ì-ìguse (5. DC parameter

 

 

 
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 
 

  

   

 

 

 
 

  
   

  

v. 0 L78 0 Vo

c, =O.53pF _ __ co=o.1pF

__ cszszzo

Figura- Load reguiatìon

V1 e L78 0 Vo

H RL 270pF

0.33pF ___: — vo
2N6121 | | …,

. OR 50' 1000 SDMS
C O

__ cszszso

Figli,"; Ripple rejection

5.1 0
v, o ‘__J'—‘ L78 0 V°

0.33pF
C O

120HZ 470]“: cszsw
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; '-,E] Electrical characteriètics

Electrical characteristics

V| = 10 V, lo = 1 A, TJ = O to 125 °C (L7805AC). TJ = -40 to 125 °C (L7805AB). unless othefwise specified.

‘ ' )Ìî‘ 3. Electrical characteristics of L7805A

'mmm
Output voltage TJ-— 25 'C

Vo Output voltage I lo = 5 mA to 1 A, V| = 7.5 {o 18 V ‘ 4.8 5 5.2

vo Output voltage IQ = 1 A. v. = 18 to 20 v. TJ = 25 °C 4.8 5 4 5.2

' . " “ =7.51025v.Io=500mA.fJ=25°c ' 7 50 mV

‘ V|=8to12V 10 50 mV
AVO Line regulation - ‘

V|=8to12V.T_|=25'C 2 25 mV

vl: 7.31020VTJ=25°C 7 50 mv

|o=5mAto1A 25 100

Avo . Load regulation ‘ 10 = 5 mÀ lo 1.5 A. TJ = 25 “-C , $0 100 mV

15 = 250 to 750 mA 8 50

‘ ' TJ = 25 'c ' 4.3 « 5 mA
Iq Quiescent current ‘ - ’

6 mA

v,: 8 1o 23 v lo= suo mA ' 0.3 mA

Alq Quiescent current change V1= 7.5 (o 20 V TJ— 25 °C ‘ 0.8 ‘ mA

Io=5mAto1A ' 0.5 mA

SVR Supply voltage rejection V.=810 18 V. f= 120 Hz.|o= 500 mA 68 dB

Va Dropout voltage . 10 = 1 A. TJ = 25 °C 2 ‘ V

eN Output noise voltage TA = 25 °C. 8 =10 Hz to 100 kHz 10 pVNo

Ro Output resistance f = 1 kHz 17 mn

ls: Short circuit current V1= 35 V. TA= 25 "C 0.2 A

I…, Short circuit peak current TJ"— 25 °C 2.2 A

AVo/AT Output voltage ann , ' i1 .ì mVI°C

1. Load and line regulation are specified atwnstanrjunction temperature. Changes in Vo due to heating

effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.

Note: Minimum load current for regulation is 5 mA.
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LF351
Single Operational Amplifier (JFET)

umwwfakchfldsemLcom

Features . > Description

' Internally trimmed offset voltage: lOmV The LF351 is JFET input operational amplifier with an inter—

- Low input bias currcnl:50pA nally compensated input offset voltage. The JFET input

° Wide gain bandwidth : 4MHz device provides wide bandwidth. low input bias cunems and

' High slcw rate: l3V/_us o(‘Tsctcurrcms.

-- High inpulimpedance: [0’29
 

8-DIP

 

8-SOP

  
 

Internal Block Diagram
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LF351
 

Schematic Diagram

IN [+]

m-J

JFFSET
NULL

Absolute Maximum Ratings
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Value
 

 

 

 

 

 

     

Parameter Symbol Unit

Supply Voltage Vcc 11B V

Differential Input Voltage VKDIFF) 30 V

Input Voltage Range V| i15 V

Output Short Circuit Duration - Continuous -

Power Dissipation PD 500 mW

Operating Temperature TOPR O - +70 °C

Storage Temperature Range -65 ~ +150 °C
 

TSTG

 

 



LF351
 

Electrical Characteristics

(Vcc = +15V, VEE = - 15V. TA = 25 °C. unless otherwise specified)

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit

RS = 10m - 5.0 10
Input Offset Voltage; Vio 0 °C<1'As70 °C 13 mV

Input Offset Voltage Drift (Noten AV|0IAT Rs = 10m 0 °CsTAs70 °C - 10 - uVI °C

' ' — 25' 100 pA
Input Offset Current llo JJ °CSTA<70 °C _ __ 4 nA

_ - 50 200 pA
Input Blas Current IBAIS I O °C<TA<70 °C _ _ 8 nA

Input Resistance (Noteî) Rl — ' - 1 O12 - Q

V0(F'-P)= HDV 25 100 —
L Si nal V lt G ‘ G VImVarse 9 ° age a'" V RL=2kQ [ o “CSTAS70 °C 15 . .
Output Voltage Swing ' V001?) RL = 10kQ 112 113.5 - V

Input Voltage Range V|(R) - :11 T11: - V

Common Mode Rejection Ratio CMRR RssîOkQ 70 100 - dB

Power Supply Rejection Ratio PSRR Rss10kQ 70 100 - dB

Power Supply Current lcc - - ' 2.3 3.4 mA

Slew Rate (Note1) SR Gv = 1 - 13 - Vlus

Gain—Bandwldth Product (Note1) GBW - - 4 — MHz
 

Note :

1. Guaranteed'by design.
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_ ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE

Seconda sessione

Terza prova scritta: 22 novembre 2019

Tema di: Automatica

Dato il sistema

dOve

x=Fx+Gu, y=Hx

0 1 6 o 0
F: —1 —2 o G=[Gl Gg],61= 1 ,Gg: 0 ,H=[l —‘1 1]

o o —1 ‘ 0 1

è richiesto di:_

a)

b)

C)

d)

calcolare la risposta impulsiva del sistema tra primo ingresso ed uscita;

progettare una retroazione dallo stato che, utilizzando il solo primo ingresso, faccia tendere a

zero 10 stato il più velocemente possibile; ‘

progettare uno stimatore dello stato che renda e” ,e“l’,e"3’

dell’errore di stima (giustificando la sua esistenza);

i modi presenti nella dinamica

costruire un regolatore basato sulla retroazione e sullo stimatore appena progettati e calcolare la

risposta impulsiva del sistema complessivo (sempre tra primo ingresso ed uscita). Si dica anche

se tutti gli autovalori (della matrice di stato del sistema a catena chiusa complessivo) sono poli

della funzione di trasferimento complessiva oppure no;

.e) progettare una seconda retroazione dallo stato Che, utilizzando entrambi gli ingressi, faccia

tendere a zero lo stato con rapidità superiore ad e”' ;

costruire un regolatore basato sulla retroazione progettata al punto e) e sullo stimatore proget-

tato a1 punto c) e calcolare la matrice delle risposte impulsive del sistema complessivo. Si dica

anche se tutti gli autovalori (della matrice di stato del sistema a catena chiusa complessivo) sono

poli della matrice di trasferimento comple'ssiva oppure no.

» ".:.:u'ml "'/.'! ['r/".: “pn —.…-l ;- ...' .’Jrgnz‘u.’ m'; li'Jluwfm‘ ,un. "}1 :…”; - …:::… u‘Î'I' … :.v'vyn'W: Î'H"



Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere dell’Infomlazione

Seconda sessione dell’anno 2019

Prova Pratica

Tema di: TELECOMUNICAZIONI

Scenario: la Protezione Civile ha individuato i1 candidato come membro di un team per la

progettazione di una rete radiomobile mission critical di tipo PMR (Professional Mobile Radio) per

[a gestione delle emergenze.

Specifiche: i componenti principali della rete di comunicazione critica devono garantire:

a.
b.

c.
d.

copertura(disponibi1ité) e affidabilità;
comunicazione diretta tra i terminali (per consentire ai primi soccorritori di comunicare

comunque tra loro quando 1a rete non è ancora disponibile);
comunicazione tra gruppi (Ia rete deve consentire la creazione di gruppi);
comunicazione con una sede centrale di controllo e gestione dell’emergenza.

Al candidato è richiesto di condurre un’analisi preliminare nella quali illustri:

Va. le problematiche tecniche che presume si dovranno affrontare nella realizzazione della rete (es.
copertura, link-budgel, qualità del segnale, traffico e congestione, alimentazione elettrica etc) e
possibili rimedi;

. le tecnologie radio (digitali 0 analogiche) impicgabili per soddisfare lc specifiche richieste e la

sua proposta diimpicgame una di esse per il progetto, motivando la celta;
la descrizione dellarchitettura della rete proposta;

. nel dettaglio il tipo di modulazione che prevede di impiegare descrivendone pregi e difetti e

fornendo gli schemi a blocchi del modulatore e del demodulatore, e la eventuale tecnica di

multiplazione per la condivisione del canale.

N.B. Il ’candidato ha facoltà di fissarc, arbitrariamente, eventuali dati mancanti e/o stabilire motivate

ipotesi di lavoro. È riéhiesto di giustificare esplicitamente i criteri di progettazione adottati.



Esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione

di Ingegnere dell’Informazione

Seconda sessione dell’anno 2019

Candidati in possesso di Laurea Magistrale

Terza Prova Scritta

Tema di: INFORMATICA

Progetto Trasporti & Logistica

La Società di Trasporti Paccorapido spa ha incaricato la Società Spiderlnformatîca, nella quale fai parte del

team di Analisti di Progetto, di realizzare il progetto di informatizzazione delle attività gestionali.

ll Dirigente Responsabile delle Operazioni di Paccorapido, drssa Giulia Veloce, presenta l'Azienda e lo

specifico ambito di Informatizzazione:

La nostra Azienda opera nel settore Trasporti e Logistica. con 4 Sedi nel territorio Italiano e 6 Sedi

in ambito UE; nei 4 magazzini Italia gestiamo la logistica per alcuni Major Accounts; e ci

= awaliamo inoltre di un parco mezzi in parte di proprietà, in parte riferiti ad operatori indipendenti

("“padroncini") che utilizzano le 10 Sedi come base di appoggio per la Distribuzione: con questa

flotta ritiriamo dai clienti committenti le spedizioni. che poi smistîamo presso le ns filiali. e infine

consegniamo insieme alle missioni originate dal servizio di Logistica.

Riassumo le procedure che saranno comprese nel progetto di informatizzazione, seguendo l’ordine '

cronologico degli eventi

Raccolta Ordini

l Clienti trasmettono un Ordine di Ritiro, che si articola in missioni multiple di cons'egna'caratterizzate

tipicamente per

0 Destinazione

. Peso

. Volume

. Richieste di speciali dotazioni del mezzo

. Caratteristiche speciali di accesso al sito di consegna/rîtìro

Piano di Viaggio

Le missioni di consegna vengono assemblate per la composizione di un Piano di viaggio tenendo conto di

. Consistenza dei volumi di consegna per la Zona di Destinazione

' Criticità accessi destino ( ZTL, zona disagiata ecc)

. Dotazioni Speciali { gru, sponda idraulica ecc )

Le tappe di consegna soho distribuite in un percorso; associate al mezzo e date prescelta in base alla

Disponibilità Mezzi



_ _ Logistica di Prelievo

Per quanto attiene alle missioni che non originano da un ritiro ma dal servizio di Logistica, si deve produrre

una lista di prelievo per il magazzino interno

Carico Mezzi ..

Una volta che tutte levUnità di carico relative al Piano di viaggio sono approntate nel Piazzale di carico,

‘ il mezzo alla ribalta viene caricato dai magazzinieri con supervisione'del Conducente Mezzo, che a sua

discrezione, può variare il carico; questo comporta una successiva variazione del Piano di Viaggio

- Spedizione

Nel corso del vìaggîo si prevede il monitoraggio del mezzo pèr gestire

' Tracciabìlità della Spedizione I

I Gestione Pallet a Rendere

. Contabilizzazione waste time nei punti di consegna

Fatturazione

Le Spedizioni confermate possono generare relativa Fattura

ll Saldo Pallet nella situazione Logistica può fungere da verifica per le fatture emesse dal committente



Progetto

1) Linee Generali

Specificare le aree di intervento dell' Informatizzazione

Scelta dei dispositivi adottati per area di applicazione

Quali sono le categorie di utenti interessati

Come realizzare la Distribuzione dei dati

Gestire Ia Sicurezza degli accessi

2) DataBase

Definire una lista di entità che possano supòortare i processi da gestire

Master Tables

Definire:

1. un opportuno criteria di codifica

2. le proprietà rilevabili in base all’analisi esposta dal Dirigente e il relativo attributo

3. ogni ulteriore proprietà non direttamente rilevabile dall‘analisi esposta dal Cliente ma necessaria alle

elaborazioni del progetto

Transaction Tables

Definire Ie entità e relative proprietà:

1. in base alla descrizione delle funzioni da implementare descritte nell'analisi

2. in base a ulteriori funzioni riteniate necessarie per lo sviluppo compieto dell’ Applicazione

Opzionalmente valutare la scelta per DBEngine : Sql ¢> Nosql

3 ) Macro-Descrizione delle funzioni

Descrivere le funzioni da implementare per singola area di intervento evidenziata al punto 1

4) Specifica delle modalità operative: Dispositivi Hw / applicazione relativa

Descrivere le modalità operative per singola area di intervento evidenziata al punto 1



Esame di stato di abilitazione all’esercizio deHa professione di

Ingegnere dell‘lnformazione

Seconda sessione dell’anno 2019

Prova Pratica

Tema di: ELETTRONICA

Scenario: Una .‘S'Iurlup attiva nel settore dello sviluppo software per l'elaborazione digitale del

Suono. ha realizza… una suite software per studio di registrazione che consente I‘ediling. il II'r/xing

"ed il maxlering (ottimizzazione del suono per la cm'rettu riprmîuziònc). A] fine di lcsturé lc

Funzionalità del softwarc c proporre ai futuri clienti una piattafin'ma completa. la socìclà necessita di

un Sistema hardware per l‘acquisizione dei suoni strumentali e voce e di un Sistema di riproduzione

Hl—Fl per l‘ascolto. Per questi sistemi lu Smr/Up ha deciso di non avvalersi di soluzioni

commerciali ma di commissionare la loro realizzazione in mòdo dn pater disporre di una DAW

(digital (!(/(lin wm-kslu/inn) interamente custom @ propriemriu. H candidato farà parte’del -lcam di

progettazione. come responsabilc della progettazione elettronica.

A! candida… è richiesto di produrre:

I. una relazione preliminure nella quale illustri:

a. [a descrizione del sistema di acquisizionc c digitalizzazione audio e del Sistema di
riproduzione: ‘

b. l‘inlcrfuccizuncntu dei due sichmi con l‘elabm'amre su cui gira la suite software:
c. lo schema 2| blocchi dei processi di digitalizzazione dei suoni e di successiva riconversione

analogica per la riproduzione degli stessi: '
d. le problematiche tecniche che presume si dovranno affrontare nella realizzazione del

progetto (es. errori di campionamento. quantizzazione. rumore, buchrizzazione. latenza.

effetti delle caratteristiche reali dei componenti elettronici. innesco di autoscillazionì.
, dissipazione termica. distorsione @ banda pàssantc) @ possibili rimedi.

2. il progetto corredato di schemi elettrici:

&. pe!” i1 sistema di acquisizione: del blocco di mixaggio dei suoni strumentali e della voce e del

blocco di conversimc mmlogico—digimle utilizzando nmplificatori opm'azionali:

b. per il sistema di riproduzione: del blocco di conversione digitale—analogico e degli stadi di
ingresso e di amplificazione intermedia.

La progettazione circuitale è richiesta a componenti discreti. H candidato potrà avvalersi dei

componenti riportati nci duta—shuet allegati.

N.B. H candidato ha Facoltà di fissure. zu'bil‘rm‘iamentc. eventuali dali mancanti ufo stabilire motivate

ipotesi di Izix'oro. E richiesto di giustificare esplicitamente i criteri di progettazione adottati]
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Switching and Amplifier
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- LowNoise BCNC; B< »..0
- (Zion'aplememmBCE':. 80550     
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NPN Epitaxial Silicon Transistor

Absolute Maximum Ratings T3225 <: unlesamhenwse noted

O
S
S
Ì
G
v
S
I
Q
V
Q
I
L
V
S
I
Q
V
S
O
B

 

 

  

 

 

     

       

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

       
 

Symbol Parameter Value Units

"./(35.3 CDHecmr-Base Voltage:- B<3545 30 “."
: 813547 0 50 v
‘ 8f25484..1 £ 30 \! «

VCED Collector-Emilter Valtage BCE 3 6:? V
’ 8(35-47. 5 V

3O . V

"’eso Emmer-Base Voltage 6 v
f: ‘1'

[C Coneclor Cuirenl (DC) I00 …A

P.; Collector Dissipation 500 mw

TJ Junction Temperature 150 "Ci

TSTG chrage Temperature -i:5 ~ I50 ' “C

Electrical Cha racteristics Ta=25"'.iî unless olhenwse noted

Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Units

'CBÙ C'Gîlector Cut-off Current V.;BfSDV, |E=G If- nA
_hFE DC Curren! Gain chzîv. |C=2mA llù 305!

ch {san Coileclùr—Emmgr Saturation Voltage ic: :ÙmA, [5:0 SmA ‘€'!) 250 mV
!CzlùOmA‘ |B=5mA 200 . I303 mV

VEE (Sai) Base-metter Saturaziùn Vonage lczlùmA. 15:0.5mA 700 mV
’ IcszmA, IB=;»|nA EiOD mV

VEE -:=.::m Ease-Emitter Cm Voltage ‘..Qgngì‘v’. I.;zîmA 586] 6'60 703 m‘J
‘ ,‘x-"gEI5‘." I.;z [(MA 72?) m‘u’

fT C.lu'rem Gain Bandwudth Product ‘s.’.;E=É‘/. lc: IOmA {2 lDOMHz '30!) MHi

Cob Output Capacitance "'-138: mv, lEztl (:…le 3 5 ’il p.:

C4. Input C‘apaculance ,V55=0,5V, Iczo. fzîMHz i '9 pF

NF Nmse Figure BC 54 134-‘547’548 V<.-E=5V- |C=20CluA 2 ID dB

BCJJQ’G‘înÙ {: lKI-i RG=2KQ I : 4 (58
BCA? '-.’ . . |13=200uA 13-1 4 dB
BCSSO RG—“ZKLL f=30v ISDODMHZ 1.4 i3. dB

hFE Classification
Eilassificahon A B L"
 

 hFE lll] —» 320   421') ' SDG
  200 «- 450   

\: :ÎHÎJ :)mî—vh: Ì.e<|\.:.:nu,:x;—' ‘ne'nuvna .. '— F)1-‘l.\ly;::'c
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Figure 1. Static'Characteristic
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MJE15034 NPN,
MJE15035 PNP

Preferred Device

Complementary Silicon
Plastic Power Transistors

TO-220, NPN & PNP Devices

C‘omplemeumry silicon plastic power n‘ausiswrs are designed for

use as high—fi‘equency driver; in audio amplifiers.

Features

H 100 (Brim) ((_Î [( = 0.5 Ade

IO (Min) :@ [C = 2.0 Adc

° C'ollector—Eminer Stumbling Voltage —

chuus) = 350 w…— (Mim — 311515034. 3111515035
' High Current Gain - Bandwidth Product

IT = 30 MHZ (Miu) Ii} IC = SOD mAdc

' TO—ZBÙAB Compact Package

. Epoxy meets UL .94 V—O 'El 0,!25 in

' ESD Ratings: Machine Model: C

_ Human Body Model: SB

. Pb—Free Packages are .—\.\'niluble*

. hFÉ

MAXIMUM RATINGS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON Semiconductor’à

http:llonsemi.com

4.0 AMPERES

. POWER TRANSISTORS

COMPLEMENTARY SILICON

350 VOLTS, 50 WATTS

TO-ZZOAB

CASE 221A

STYLE 1

 

MARKING DIAGRAM

 

 
 

   

 

      
 

 

 

 

 

Rating Symbol Value Unit O

Cc:!lector—Emitter Vonage “&:ng 350 Vdc

'.:oHector-Base Voltage , Vca 1350 Vdc

Emmar-Base Voltage VEE 5.0 Vdc PME I 503“;-

Ccnector Curren! - Continuous n; 4.0 Adc ”"""”
— Peak 9 U I

Base Current £5 1 Cl Adc L H L

Total Power Dnssigation @ T;; = 25' C Pg 50 W ‘\ ‘_ ‘,
Derale above 25 C C 40 W.: CZ

. . , ,…. @ :'—.’-'. :‘xg- .“.
Total Power Dissmatmn @ TA : 2'3 v,: PD 2 O W M E ] .O.x ' _che L;…“

Dorate- above 25' L'; 0,0 l6 W; I: " " 4 or
l\ = Locatmn Code

Dpaxanng and Staraga Junction TJ, T… 435 Io « Hifi C. Y : Year
Temperature Range. ' WW : w.]… Week

: D ...- t…— «THERMAL CHARACTERISTICS G ' E F”? ””We
Characteristic Symbol Max Unit ORDERING INFORMATION

Thermal Resxstance‘ Juncuon—to—Case R…… 2 5 CW Device Package Shlpplng

Thermal Resnstanm Juncuon—to«Amblent RMA 62.5 [‘N-.' h.1JEl5034 Tlîi—ZZOAB 50 Unns Raul

Maximum ratings are those values beyond which dewce damage can occur w ., ,. ', .
l‘rîuximun‘; ratings applied tome dewce are xndmdual stress limit values mot “”B“-BM" T*???” «O ”MS ‘ Ravi
normal operating conditions} and are nol valid sunultaneously lf these !xmzts are LF b‘fleél

exceeded, device functional operati… i510! implxed. damage may mc… and MJE [ama TD-ÈZOAB i) Umag… J Raul
reliability may hi:— m’fected ' ' ' '

M.JE 1503513 TÙ—ZZOAB 50 Units :‘ P…:ul
iF'b—Frem

“Far additional imonmuon Cr. our F'ì—Cf“6';' strategy and sczrdering details. please
download the ON Semimnduc r Soldering and anting; Technique?
Rafalence P.Ilzn‘uml, SOLDEèîtF-mlfiî

 

…Lis‘nf—s LLC 3.3.3…- 1  Senmm‘mu-im (imm,

January. 2006 — Rev. à

    
 

Pnhmd devluzefi are recommendec (home? fr)? ‘ulurc- use

and Des! warm! value,

Punhcahon Order Number
MJE‘1 503410
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Laboratorio di Elettronica (1.51. 2005-2006

ELECTRICAL CHARACTERISTICS :T.; = 25

MJE15034 NPN, MJE15035 PNP

C unless ùlhen'use noted}

Della Grotta Federico Serapide Emilio

 

 
  

 

 

 

  
 

 

 

 

Characteristic I Symbol Min | Max ] Unit

OFF CHARACTERISTICS

CQilactol—Enuuer Sustauung Vantage (Note I) * ‘ IE! mAdc. |5 = CI) ‘.fr;E.3(5u$; 350 Vdc

Calleclm Cumff Cinram WC; = 350 Vdc. lg : 0) 'C50 — |G “Am:

Emitter Cutoff Current 'TVEE : 5 I7 Vdc l‘; = D) Iggo - K.) “Adr.

0N CHARACTERISTICS {Note IJ

DC Current Gann ' “#5
U.;; = 0 I Ado: .” = 50mm IOU — -

= S O Vdc; 100 -
. = i 0 Vdc; 5D _

uh— : 2 D Adr… \.ng : 5 D Vdm … -

Collector—Emitfer Saturation Vonage UC : 1 Ù Ade. lg : U I Adm Vga“… - 0.5 Vdc

Base—Eminer On Voltage (L; : I D Ada, VCS : t'» 0 Vdc) Vag…… — [,0 Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Citnrent Gain — Bandmdth Product (N003 2) {T ZM - MH:
(h; = 500 mm; v.35 = 101mm,“: ‘ 0 MHZ:      
 
l F'ulSe Test’ Pulse Width ‘2 300;:5, Duty Cycle v ’-
3 17: We nf“…

TA Tc
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Figure 1. Power Deratlng
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Laboratorio di Eletlronica aa. 2005-2006 ' Della Grotta Federico Serapide Emilio
 

MJE15034 NPN, MJE15035 PNP
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Laboratorio di Elettronica (La. 2005-2006 Della Grotta Federico Serapide Emilio
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